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Abstract of JP2002050643 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a 
method and device for surely mouritjng a 
semiconductor chip onto a flexible substrate with 
reliable, high quality. SOLUTION: A 
semiconductor chip 1 is mounted onto the flexible 
substrate 2 through following three steps/ First, 
an adhesive 4 is applied onto a preset substrate 
site on the substrate 2 by a supply station 3, 
Then, a plurality of semiconductor chips 1 is:; 
arranged on a substrate site 5 by a mounting 
station 6. Finally, the adhesive 4 is cured by a 
curing station 7. At this time the substrate 2 is 
fixed onto.a flat support surface 10 by vacuum, 
while the adhesive 4 is being cured. 
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i&X Verfahren und Elnrichtung zur Montage von Halb auf elnem flexlblen Substrat 



(57) Die Montage von Halbleiterchips (1) auf einem ; , 
flexiblen Substrat (2) erfplgt ip drei Schritten: Zunachst:. 
wird an einer Dispensstatiqn (3) KlebstofF (4) auf vorbe- 
^immie Substratpiatee (5) auf dem Substrat (2) aufge- 
trageri. Dann werden Halbleiterchips (1) an einer Bond- 



station (6) auf den Substratplatzen r(5) plaziert. An- 
schliessend erfolgt die Aushartung ides ^Klebstoffs (4). 
Erfindungsgemass* wird das Substrat (2) wahrend des 
Aushartens des Klebstoffs (4) mittels Vakuum auf einer 
ebenen Auflageflache (1 0) fbciert. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Einrichtung zur Montage von Halbleiterchips auf einem 
flexiblen Substrat. 

[0002] In der Halblelterindustrie werden neben den 
bewahrten metallischen Substraten zunehmend flexible 
Substrate wie z.B. BGA<S> Flextapes verwendet. Solche 
Flextapes werden zudem immer dunner und erreichen 
Dicken von nur noch SO^im. Dies fuhrt zu Schwiertgkei- 
ten bei der Montage der Halbleiterchips, die sich in un- 
gleichmassiger Dicke des Klebstoffes zwischen dem 
Halbleiterchip und dem Flextape, einer Schieflage (tilt) 
und Fehllagen des Halbeiterchips aussern. Zudem 
kommt es vor, dass Klebstoff vor dem definitiven Aus- 
harten umherfliesst, sich zusammenzieht, lokal in ver- 
schiedene Phasert separiert, etc., was die Qualitat der 
Klebeyerbindung stark beeintrachtigen kann. Auch Ver- 
unreinigungen der Anschlusspads kann dies zur Folge 
haben. 

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren und eine Einrichtung anzugeben, mit der fle- 
xibe Substrate in zuveriassiger und hoher Qualitat mit 
Halbleiterchips bestuckt werden konnen. 
[0004] Die Erfindung ist im Anspruch 1 gekennzeich- 
net. Weiterbildungeh der Erfindung ergeben sich aus 
den abhangigen Anspruchen. 

[0005] Die Losung der Aufgabe gelingt erfindungsge- 
mass dadurch, dass das Substrat mindestens wahrend 
des Aushartens des Klebstoffs, vorzugsweise jedoch 
wahrend alien kritischen Phasen des Montageprozes- 
ses plan auf einer ebenen Auflageflache gehalten wird. 
[0006] Bei einer ersten Losung ist der Montageauto- 
mat, ein sogeriannter Die Bonder, mit einer Heizplatte 
ausgerustet, um den KJebstoff unmittelbar nach der Be- 
stuckung mit dem Halbleiterchip auszuharten. Die Heiz- 
platte w weist an ihrer dem Substrat zugewandten Aufla- 
geflache mit Vakuum beaufschlagbare Kanale oder Rit- 
zen auf, um das Substrat planar zu halt en, bis der KJeb- 
stoff ausgehartet 1st. Zudem ist der Montageautomat 
vorzugsweise mit einer Auflageplatte ausgerustet, die 
ebenfalls mit Vakuum beaufschlagbare Kanale oder Rit- 
zen aufweist, um das Substrat wahrend des Auftragens 
des klebstoffes und wahrend des Bestuckens mit den 
Halbleiterchips vollflachig an eine ebene Auflageflache 
anzusaugen. 

[0007] Diese Losung eignet sich insbesondere fur die 
Verarbeitung sogenannter Matrix-Substrate, bei denen 
die Substratplatze fur die Halbleiterchips in Blocken a n 
Reihen und m Kolonnen nebeneinander auf dem Sub- 
strat angeordnet sind. Die Montage der Halbleiterchips 
erfblgt wie ublich in drei Schritten: Im ersten Schritt wird 
an einer Dispensstation Klebstoff alif die Substratplatze 
aufgetragen. Im zweiten Schritt werden die Halbleiter- 
chips an einer Bondstation auf den Substratplatzen pla- 
ziert. Im dritten Schritt wird der Klebstoff ausgehartet. 
Damit fur die Aushartung des Klebstoffs genugehd Zeit 
zur Verfugung steht, erfolgt die Verarbeitung eines sol- 



chen Matrix-Substrates blockweise wie folgt: Sobald ein 
Block mit seinen n x m Substratplatzen vollstandig mit 
Halbleiterchips bestuckt ist, wird das Vakuum gelost und 
das Substrat in Transportrichtung vorgeschoben. 

5 Gleichzeitig werden die Auflageplatte und die Heizplatte 
entgegeh der Transportrichtung zurQck in eine vorbe- 
stimmte Ausgangsposition verschoben. Danach wer- 
den die Kanale der Auflageplatte als auch der Heizplatte 
mit Vakuum beaufschlagt, so dass das Substrat an der 

10 Auflageplatte und auch an der Heizplatte plan autliegt 
und fixiert ist. Anschliessend werden an der Dispens- 
station die nachsten n x m Substratplatze mit Klebstoff 
versehen und an <Jer Bondstation die bereits mit Kleb- 
stoff versehenen Substratplatze Kolonne um Kolonne 

15 mit Halbleiterchips bestuckt Ist eine Kolonne fertig be- 
stuckt, dann werden fur die Bestuckung der nachsten 
Kolonne die Auflageplatte und die Heizplatte miteinan- 
der in Transportrichtung ohne Losen des Vakuums vor- 
geschoben. Das Substrat bleibt sorriit an der Aufiage- 

20 piatte und an der Heizplatte fixiert und wird mitverscho- 
ben. Nach der Bestuckung der letzten Kolonne eines 
Blocks begin nt der nachste Zy klus in der beschri ebenen 
Weise mit dem Losen des Vakkums, dem Vorschub des 
Substrats und dem Rucktransport der Auflageplatte und 

25 der Heizplatte. 

[0008] Eine Verdoppelung oder Verdreifachung der 
Aushartezeit kann erreipht werden, indem die Heizplatte 
mit zwei bzw. drei Heizpositionen ausgebildet wird. Da- 
mit die Durchsatzrate des Montageautomaten relativ 

30 hoch gehalten werden kann, mussen bei dieser Losung 
: relativ schnell aushartende Klebstoffe verwendet wer- 
den., 

[0009] Bei gewissen Anwendungen genugt es, wenn 
der Klebstoff nur teilweise, z.B. nur zu 80% ausgehartet 

35 wird. Die restliche Aushartung erfolgt dann bei einem 
nachfolgenden Prozesschritt, beispielsweise beim Ver- 
drahten auf einem Wire Bonder. 
[0010] Bei einer zweiten Losung erfolgt das Aushar- 
ten des. Klebstoffs nicht auf dem Montageautomaten, 

40 sondern in einem Ofen. Wahrend des Aufenthalts im 
Ofen wird sichergestellt, dass das Substrat plan auf ei- 
ner Auflage aufliegt. Als Auflage dient eine Platte, die 
mit Vakuum beaufschlagbare Kanale oder Ritzen auf- 
weist, so dass das Substrat angesaugt werden kann. 

45 Die Platte kann, muss aber nicht selbst beheizbar sein. 
Bei dieser Losung konnen auch langsam aushartende 
klebstoffe benutzt werden. 

[0011] Die Erfindung ergibt eine starke Verbesserung 
der Montag equalitat. Da das Substrat wahrend des Aus- 

50 h artens des Klebstoffes plan gehalten wird, bildet sich 
zwischen dem Substrat und dem Halbleiterchip eine 
Klebstoffschicht mit konstanter Dicke: Der Klebstoff ver- 
mag das Substrat beim Ausharten nicht mehr zu verbie- 
gen. Zudem ergibt sich eine grossere Homogenitat des 

55 Klebstoffes, wahrend bei herkommlicher Aushartung 
die verschiedenen Komponenten des Klebstoffs segre- 
gieren konnen, z.B. in silberreiche und silberarme Ge- 
biete, oder auch Leerstellen entstehen konnen. 
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[0012] Zudem gewahrleistet die plane Auflage des 
Substrats auf der Heizplatte eine zuverlassige Warme- 
ubertragung von der Heizplatte auf den Klebstoff. Dies 
ist von grosser Bedeutung, da die Qualitat der Warme- 
iibertragung entscheidenden Einfluss auf die zum voll- 
standigen Ausharten des Klebstoffs erforderliche Aus- 
hartezeithat. 

[0013] Nachfolgend werden Ausfuhrungsbeispiele 
der Erfiridung anhand der Zeichnung naher erlautert.' 
[0014] Eszeigen: 



Fig. 1 eine Einrichtung zur Montage von Halb- 

leiterchips, 

Pig- 2 eine Auflageplatte und eine Heizplatte, 

Fig. 3 ein Substrat, und 

Fig. 4 und 5 einen Ofen. 

[0015] Die Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung 
eine Einrichtung zur Montage von Halbleiterchips 1 auf 
einem flexiblen Substrat 2. Die Einrichtung weist eine 
Dispensstatibn 3 zum Auftragen von Klebstoff 4 auf 
Substratplatze 5 (Fig. 3) des Substrats 2, eine Bondsta- 
tion 6 zum Bestucken der Substratplatze 5 mit den Halb- 
leiterchips 1 und eine Aushartestation 7 zum Ausharten 
des Klebstoffes 4 auf, die in Transportrichtung 8 des 
Substrats 2 nacheinander angeordnet sind. Die Ausharr 
testation 7 umfasst eine verschiebbare Heizplatte 9, de- . 
ren dem Substrat 2 zugewandte Auflageflache 10 mit 
Vakuum beaufschlagbare Kanale 11 zum Ansaugen des 
Substrats 2 aufweist. Die Montageeinrichtung umfasst 
weiter eine zusammen mit der Heizplatte 9 verschieb- 
bare Auflageplatte 12, die ebenfalls mit Vakuum beauf- 
schiagbare Kanale 11 zum Ansaugen des Substrats 2 
aufweist. Fur die Verschiebung der Heizplatte 9 und der 
Auflageplatte 12 in Transportrichtung 8 urid in einer 
Richtung 13 (Fig. 2) quer zur Transportrichtung 8 sind 
zwei Antriebe vorhanden. 

[001 6J- Die Fig. 2 zeigt in der Aufsicht die Auflageplatte 
12 und die Heizplatte 9. Die Auflageplatte 12 und die 
Heizplatte 9 sind mechanisch miteinander starr verbun- 
den, aberdurch einen Spalt 14 getrennt. Damit wird ver- 
mieden, dass nenhenswerte Warme von der Heizplatte 
9 auf die Auflageplatte 12 ubertragen wird, so dass das 
Ausharten des Klebstoffes 4 erst dann beginnt, wenn 
sich die Substratplatze 5 auf der Heizplatte 9 befinden. 
Die Kanale 11 sind uber Bohrungen 15 mit einer Vaku- 
umquelle verbunden. Lage und Lange der einzelnen 
Kanale 11 sind so. gewahlt, dass das Substrat 2 vollfla- 
chig angesaugt werden kann, damit es vollig plan auf 
der Auflageplatte 12 bzw. der Heizplatte 9 anliegt. Die 
Heizplatte 9 weist zwei Felder mit Kanalen 1 1 auf, damit 
der Klebstoff 4 wahrend. zwei Taktzeiten ausgehartet 
werden .kann. 

[0017] Die Fig. 3 zeigt das Substrat 2 in der Aufsicht. 
Die Substratplatze 5 sind in Blocken 16 in m Reihen 17 
und n Kolonnen 18 angeordnet. Im gezeigten Beispiel 
ist m=3 und n=4. Die Schrittweite von Koionne 18 zu 
Kolonne 18 ist mit C bezeichnet, die Schrittweite von 



Block 16 zu Block 16 mit B. 

[0018] Im Produktionsbetrieb der Montageeinrich- 
tung werden die Substratplatze 5 blockweise abgear- 
beitet: Bei der Dispensstation 3 wird Klebstoff 4 auf die 
« Substratplatze 5 eines ersten Blocks 16 aufgetragen. 
Bei der Bondstation 6 werden die Halbleiterchips 1 auf 
den Substratplatzen 5 eines zweiten Blocks 16 plaziert. 
In der Aushartestation 7 erfolgt die Aushartung des 
Klebstoffs 4 der Substratplatze 5 eines dritten und vier- 
10 ten Blocks 1 6. Die vier Blocke 1 6 gehoren entsprechend 
der Momentaufnahme zum gleichen Substrat 2 oderzu 
verschiedenen Substraten 2. Die blockweise Abarbei- 
tung bedeutet, dass das Substrat 2 wahrend der Abar- 
beitung der m * n Substratplatze 5 eines Blocks 16 
15 durchgehend an der Auflageplatte 12 und an der Heiz- 
platte 9 fixiert bleibt. Erst dann, wenn ein Block 16 mit 
seinen n * m Substratplatzen 5 vollstandig mit Halblei- 
terchips 1 bestuckt ist. wird das Vakuurii gelost und das 
Substrat 2 in Transportrichtung 8 urn die Distanz B - (n- 
20 1) * C vorgeschoben. Gleichzeitig werden die Auflage- 
platte 12 und die Heizplatte 9 entgegen der Transport- 
richtung 8 urn die Distanz (n-1) * C zuriick in eine vor- 
bestimmte Ausgangsposition verschoben. Danach wer- 
den die Kanale 1 der Auflageplatte 12 als auch der Heiz- 
25 piatte 9 mit Vakuum beaufschlagt, so dass das Substrat 
2 an der Auflageplatte 12 und auch an der Heizplatte 9 
plan aufliegt und fixiert ist. Anschliessend werden an der 
Dispensstation 3 die Substratplatze 5 des nachsten 
Blocks 1 6 mit Klebstoff 4 versehen und an der Bondsta- 
30 tion 6 die bereits mit Klebstoff 4 yersehenen Substrat- 
platze 5 Koionne 18 urn Koionne 18 mit Halbleiterchips 
1 bestuckt. Ist eine Koionne 18 fertig bestuckt, dann 
werden fur die Bestuckung der nachsten Koionne 1 8 die 
, Auflageplatte 12 und die Heizplatte 9 miteinander in 
35. Transportrichtung 8 ohne Losen des Vakuums urn die 
Distanz C vorgeschoben. Das Substrat 2 bleibt dabei 
an der Auflageplatte 12 und an der Heizplatte 9 fixiert 
und wird mitverschoben. Nach der Bestuckung der letz- 
ten Koionne 18 eines. Blocks 16 beginnt der nachste 
to. Takt in der beschriebenen Weise mit dem Losen des 
Vakkums, dem Vorschub des Substrats 2 urn die Di- 
stanz B - (n-1) * C und dem Rucktransport der Auflage- 
, piatte 12 und der Heizplatte 9 urn die Distanz (n-1)* C. 
[0019] Sofern die Bondstation 6 die Halbleiterchips 1 
45 immer an einem vorgegebenen Ort absetzt, werden die 
Auflageplatte 12 und die Heizplatte 9 fur die Bestuckung 
der m innerhalb einer Koionne 18 liegenden Substrat- 
platze 5 jewei Is in der Richtung 13, d.h. orthogonal zur 
Transportrichtung 8 verschoben. 
so [0020] Die Fig. 4 zeigt im Querschnitt einen Ofen 19 
fur die Aushartung des Klebstoffes 4. Der Ofen 19 weist 
ein herausnehmbares Magazin 20 mit einer Vielzahl von 
Platten 21 mit Kanalen 11 auf, die mit Vakuum zum An- 
saugen der Substrate 2 beaufschlagbar sind. Das Ma- 
55 gazin 20 wird ausserhalb des Ofens 19 in relativ kaltem 
Zustand mit den Substraten 2 beladen und die Kanale 
11 von dessen Platten 21 mit Vakuum beaufschlagt, so 
dass die Substrate 2 vor dem Beginn des Aushartens 
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flach auf den Platten 21 aufliegen. 
[0021] Die Fig. 5 zeigt im Querschnitt einen weiteren 
Ofen 19. der als Durchlaufofen ausgebildet ist. Die mit 
den Halbleiterchips 1 bestuckten Substrate 2 werden 
nacheinander in Durchlaufrichtung durch den Ofen 19 s 
transportiert. Die Substrate 2 liegen auf Platten 21 auf, 
die mit Vakuum beaufschlagbare Kanale 11 zum Ansau- 
gen der Substrate 2 aufweisen, damit diese plan auf den 
Platten 21 aufliegen. 



Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Montage von Halbleiterchips (1) auf 
einem flexiblen Substrat (2>, wobei an einer Dis- is 
pensstation (3) Klebstpff (4) auf vorbestimmte Sub- 
stratplatze (5) auf dem Substrat (2) aufgetragen, an 
einer Bondstation (6) die Halbleiterchips (1) auf den 
Substratplatzen (5) plaziert und in einer Ausharte- 
station (7) der Klebstoff (4) ausgehartet wird, da- 20 
durch gekehnzelchnet, dass das Substrat (2) 
wahrend des Aushartens des Klebstoffs (4) mittels 
Vakuum auf einer ebenen Auflageflache (1 0) ftxiert 
wird. 

25 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Ausharten des Klebstoffes (4) 
auf einer der Bondstation (6) unmittelbar nachgeia- 
gerten Heizplatte (9) erfolgt, die mit Vakuum beauf- 
schlagbare Kanale (11) zum Ansaugen des Sub- 30 
strata (2) aufweist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 f dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Ausharten des Klebstoffes (4) 

in einem von der Bondstation (6) getrennten Ofen 35 
(19)erfolgt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 zur Bestuckuhg 
eines Substrats (2), das in Blocken (16) angeord- 
nete Siibstratplatze (5) aufweist, dadurch gekenn- 40 
zetahnet, dass das Substrat (2) wahrend der gan- 
zen Dauer des Bestuckens eines Blockes (16) mit- 
tels Vakuum auf der Heizplatte (9) fixiert ist. 

5. Einrichtung zur Montage von Halbleiterchips (1) auf 
einem flexiblen Substrat (2), mit einer Dispenssta- 
tion (3) zum Auftragen von Klebstoff (4) auf das 
Substrat (2) und einer Bondstation (6) zum Bestuk- 
ken des Substrats (2) mit den Halbleiterchips (1), 
dadurch gekennzeichnet, dass in transportrich- so 
tung (8) des Substrats (2) nach der Bondstation (6) 
eine Heizplatte (9) angeordnet ist, die mit Vakuum 
beaufschlagbare Kanale (11) zum Ansaugen des 
Substrats (2) aulweist. 

55 

6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine Auflageplatte (12) fur das Sub- 
strat (2) vorhanden ist, die mit Vakuum beauf- 



schlagbare Kanale (11) zum Ansaugen des Sub- 
strats (2) aufweist, urn das Substrat (2) wahrend 
. des Auftragens des Klebstoffes (4) und wahrend 
des Piazierens des Halbleiterchips (1) planar aus- 
gerichtet zu fixieren, und dass die Auflageplatte 
(12) und die Heizplatte (9) zusammen in Transpor- 
trichtung (8) und querzurTransportrichtung (8) ver- 
schiebbar sind. 
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Fig. 3 
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